
КТ865А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный струк­
туры р-гь-р импульсный. Предназначен для применения в ис­
точниках вторичного электропитания, преобразователях, око­
нечных каскадах усилителей звуковой частоты, стабилизато­
рах напряжения. Корпус металлический со стеклянными изо­
ляторами и жесткими выводами. Тип прибора указывается на 
корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.
Изготовитель —  акционерное общество «Кремний» 

г. Брянск.

КТ865А

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при = 4 В, к  = 2 А:

Т = +25 °С......................................................  40...200
Г = +125 “С ....................................................  40...250
Т = — 60 °С......................................................  15...200

Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при 1!^ = 10 В, 4 = 0,2 А,
не менее..................................................... ...........  15 МГц

типовое значение...........................................  20* МГц
Граничное напряжение при 4 = 0,05 А,
не менее.................................................................  160 В
Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при /к = 6 А, 4 = 0,6 А, не более...................... 2 В

типовое значение...........................................  0,7* В
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Напряжение насыщения база— эмиттер
при /к = 6 А, /Б = 0,6 А, не более...................... 2 В

типовое значение...........................................  1* В
Обратный ток коллектора при (/КБ = 200 В, 
не более:

Т = +25 °С......................................................  0,1 мА
Г= +125 °С....................................................  1 мА

Обратный ток эмиттера при = 6 В,
не более.................................................................  3 мА
Емкость коллекторного перехода
при Цкв = 5 В, не более.... .................................  300* пФ
Емкость эмиттерного перехода при С/ЭБ = 0,5 В,
не более.................................................................  2000* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор— база
при сШКБ/с!?< 200 В /м к с ...................................  200 В
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер
при /?БЭ ^  Ю Ом, сМ/кэ/с1Г< 200 В /м кс............  200 В
Постоянное напряжение база— эмиттер...........  6 В
Постоянный ток коллектора............................... 10 А
Импульсный ток коллектора при ?и < 1 мс,
СИ 2 ........................................................ .............. 15 А
Постоянный ток базы..........................................  2 А
Импульсный ток базы при Ги < 1 мс, О ^  2 ...... 4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора при Гк = “ -60...+25 °С:

с теплоотводом1............................................  100 Вт
без теплоотвода2...........................................  1,5 Вт

Температура р-п перехода.................................. +150 °С
Температура окружающей среды...................... ““ 60... Гк =

= +125 °С

1 При Гк = +25...+125 *С ЯК МАКС снижается линейно до 20 Вт.
2 При Гк = +25...+125 *С Рк МАКС снижается линейно до 0,3 Вт.

Пайка выводов транзистора допускается не ближе 5 мм от 
корпуса транзистора при температуре не более +270 °С в 
течение не более 3 с, время лужения не более 2 с. Допускает­
ся не более двух перепаек выводов.
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Зависимости напряжений насыщения кол­
лектор— эмиттер и база— эмиттер от тока 

коллектора
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